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Conductivité thermique de films minces organiques: une
étude comparative par SThM
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Les conductivités thermiques (K) locales (quelques dizaines de nanometres) de différents
films minces organiques sont étudiées par microscopie champ proche thermique (SThM : scanning
thermal microscope) en utilisant deux méthodes : 3w-SThM! et null-point SThM (NP-SThM)2. Dans le
cas de films minces d'oligoméres de benzothieno-benzothiophene (BTBT et C8-BTBT-C8) déposées en
solution, l'imagerie par 3w-SThM (Fig. 1) par référence au substrat de SiO; indique que K(C8-BTBT-
C8)<K(BTBT), = facteur 3. L'étude est étendue a deux polymeres, le PEDOT:OTf et un polymere de
type-n, P(FBDOPV-F-Cg) - noté OB100. Par NP-SThM, on mesure la différence de tension aux bornes
de la pointe SThM en contact (Vc) et hors contact (Vnc) lors d'une courbe approche-retrait.
L'extrapolation des courbes Vnc-Vc vs. Ve (Fig. 2) donne la température en surface du film, Ts, puisque
la tension Vs=Vc(a Vnc-Vc=0) est proportionnelle a la résistance de la pointe SThM (calibrée en
température). K est proportionnelle a e/(Ts-Tamp), cf. tableau, e I'épaisseur du film. Une
détermination quantitative plus précise de K demande une analyse plus compléete (en cours).
Toutefois, on confirme le résultat de la méthode 3w-SThM que K(C8-BTBT-C8)<K(BTBT). Le PEDOT:OTf
montre une conductivité thermique plus faible, ce qui, combiné a sa trés grande conductivité
électrique (5000 S/cm)3 confirme son attrait pour les applications thermoélectriques.
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Fig. 1. (a) Pointe SThM, principe de la mesure. Fig. 2. NP-SThM. Courbes Vnc-Vc vs. Vc pour 4 films
(b) Images AFM (topo) et (c) image SThM (Vzp) d'un organiques et estimation des conductivités thermiques
film de C8-BTBT-C8 sur SiO; (référence). (d) relatives

Histogrammes de Vip. Plus I'écart des pics SiO; -
organique est important, plus k est faible.
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